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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月9日(2011.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化珪素の基板上に形成された第１導電型のドリフト層と、
　前記ドリフト層の上部に選択的に形成された第２導電型領域とを有し、
　前記第２導電型領域と前記ドリフト層との境界のｐｎ接合に降伏電圧が印加されたとき
当該ｐｎ接合から伸びる空乏層が前記ドリフト層を突き抜けないノンパンチスルー型の半
導体素子を備える半導体装置であって、
　前記第２導電型領域は、
　端部に、中央部よりも第２導電型不純物濃度プロファイルの前記ドリフト層の深さ方向
への裾引きが長い部分を有している
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体素子はＩＧＢＴであり、
　前記第２導電型領域は、前記ＩＧＢＴのボディ層であり、
　前記第２導電型領域の端部は、前記ＩＧＢＴのチャネル形成領域である
請求項１記載の半導体装置。
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【請求項３】
　前記半導体素子はＩＧＢＴであり、
　前記第２導電型領域は、前記ＩＧＢＴのボディ層であり、
　前記第２導電型領域の端部は、前記ＩＧＢＴの形成領域の外周部である終端領域である
請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記終端領域は、外側が深く形成された段階的な構造を有している
請求項３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体素子はダイオード素子であり、
　前記ｐｎ接合の中央部は、当該ダイオード素子の活性領域であり、
　前記ｐｎ接合の端部は、前記活性領域の外周部である終端領域である
請求項１記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記終端領域は、外側が深く形成された段階的な構造を有している
請求項５記載の半導体装置。
【請求項７】
　基準面である結晶面から所定のオフ角だけ傾いた表面を有する炭化珪素の基板を準備す
る工程と、
　前記基板上に第１導電型のドリフト層を形成する工程と、
　前記ドリフト層の上部に第２導電型領域を選択的に形成するイオン注入工程とを備え、
　前記イオン注入工程は、
　前記第２導電型領域の中央部を含む領域を形成するための第１のイオン注入と、
　前記第２導電型領域の端部を形成するための第２のイオン注入とを含み、
　前記第１のイオン注入の注入方向が前記基準面の垂線と成す角は、前記第２のイオン注
入の注入方向が前記基準面の垂線と成す角度よりも大きい
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第２導電型領域は、ＩＧＢＴのボディ層であり、
　前記第２導電型領域の端部は、前記ＩＧＢＴのチャネル形成領域である
請求項７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第２導電型領域は、ＩＧＢＴのボディ層であり、
　前記第２導電型領域の端部は、前記ＩＧＢＴの形成領域の外周部である終端領域である
請求項７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記終端領域の外側の部分に、イオン注入によって前記終端領域より深く第２導電型の
領域を形成する工程をさらに備える
請求項９記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記ドリフト層と前記第２導電型領域とはダイオード素子を構成し、
　前記ドリフト層と前記第２導電型領域との間のｐｎ接合の中央部は、当該ダイオード素
子の活性領域であり、
　前記ｐｎ接合の端部は、前記活性領域の外周部である終端領域である
請求項７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記終端領域の外側の部分に、イオン注入によって前記終端領域より深く第２導電型の
領域を形成する工程をさらに備える
請求項１１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
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　前記イオン注入工程は、
　当該イオン注入工程で行う各イオン注入の注入方向を設定する工程を含み、
　前記注入方向の設定工程では、
　前記基準面の垂線に対する所望の注入角度を得ることが可能な注入方向が複数存在する
場合、そのうち前記ドリフト層上面の垂線に近いものが選定される
請求項７から請求項１２のいずれか１項記載の半導体装置の製造方法。
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